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研究成果の概要 

2023年度は、まず Si-Te系材料を対象にセレクタの非線形特性が発現する機構を電子構造の

観点から明らかにし、原著論文として発表を行なった(1)。当該成果は、大型放射光施設を用いた

高精度な電子状態測定(HAXPES)と第一原理計算の組み合わせによって、計算と理論の両側面

からアプローチした結果として得られたものである。HAXPESによって、バンドギャップ内に状態が

存在することを実測し、第一原理計算で作成したアモルファスモデルの局所状態密度の解析を行

なった。その結果、Si-Te系アモルファスの局所構造の中でも Te同士が結合した Te-Teダイマー

が欠陥準位の形成に特に大きく寄与し、セレクタの OFF特性をもたらすことが分かった。また、デ

バイス構造の改善とプロセス最適化にも取り組んだ。これまで数十μmスケールの簡易的なデバイ

スを用いていたため、開発した新材料のポテンシャルを正しく評価することが困難であった。しか

し、今年度は電子描画装置による作製プロセスの確立に取り組み、電極サイズを直径 100-200nm

スケールまで微細化したデバイスを歩留まり良く作製可能な環境を整えることが出来た。加えて、こ

れまで見過ごされてきたセレクタと電極の界面に着目した研究を行い、ショットキー型のバンドベン

ディングが生じていることを明らかにした。セレクタと接触する電極種を変化させ、電極の仕事関数

に応じてデバイス特性が変化することが分かった。 
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